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Sekil-1°’deki yap1 kullamlarak CMOS teknolojisi ile akim kontrollu ikinci kusak
akim tasiyia olusturulacaktir. Akim tasiyicinin kutuplama akiminin Io £ 150uA,
X ucundan iceriye dogru bakildiginda goriilecek Rx parazitik direncinin de degerinin
Rx < (150uA/V)t bolgesinde olmasi éngoriilmiistiir.

a- Uygun bir CMOS gerceklestirme teknolojisi seciniz, devredeki MOS
tranzistorlarin boyutlarim yukaridaki sartlara gore belirleyiniz.

SPICE benzetim programim kullanarak

b- Akim tasiyicinin temel DC karakteristiklerini ( Vx = Vx (Vy), Ix = Ix (Vy),
Iz = Iz (Ix) akartimiz. Bunun icin Io kutuplama akimini parametre alimz, her
bir To akimi icin karakteristiklerinin nasil degistigini gozleviniz).

c- Devrenin X ucundan iceriye dogru bakildiginda goriilecek Rx c¢ikis direncinin
frekansla degisimini inceleyiniz. (Yol gosterme: Bunun icin Y ucunu referansa
getirip, X ucuna bir Vx gerilim kaynag baglayimiz, AC bileseni 1 alarak ve
calisma frekansini uygun bir aralikta tarayarak ix akiminin nasil degistigini
gozleyiniz, bunu parametre olarak aldigimiz her bir Ip kutuplama akimi i¢in
tekrarlayimz).

d- (¢) de elde ettiginiz sonuclardan yararlanarak Rx direncinin Io akim ile
degisimini ¢iziniz.

e- Devreyi analog carpma devresi olarak calisirp calistiramayacagimzi
arastirmiz. Bunun icin Io kutuplama akimim  uygulanacak bir giris
geriliminden istenen sekilde saglayacak ek bir diizenek tasarlayarak devrenizi
genigletiniz. Olusturdugunuz carpma devresinin bagintisimi yaziniz.

f- Analog carpma devresinin karakteristiklerini SPICE benzetimi ile ¢iziniz.

g- Elde ettiginiz sonuclari, ongoriilen hedefe ulasip ulasamadigimzi, hesapla
benzetim arasinda fark varsa nedenlerini de belirterek yorumlayiniz.

Kullamilacak CMOS teknolojisi WEB sayfasinda belirtilen adresten almabilir.
Istediginiz bir teknolojiyi secebilirsiniz.
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Sekil-1. CMOS CCCII+ yapisi




